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Siire 120 dakikadir. Sorularin tiimii yanmitlanacaktir. Kendi
not ve kitaplarmmizdan yararlanabilirsiniz. Puanlama: 1(30),

2(35), 3(35)-

Sorulardaki MOS transistorlar icin Vix = 1V, Vp=-1V, kn' = 2.kp' =
20UA/V2, A= 0.01V, Ap = 0.02V* olarak verilmistir.

Soru 1. Sekil-1'deki islemsel kuvvetlendirici +2.5V'luk simetrik kaynakla
beslenmektedir. Devrede Iz=20uA, I, = 60uA, (W/L), =3, (W/L); =1, (W/L); =
(W/L)s =(10/3) olarak belirlenmistir.
a- Sistematik dengesizlik olmamasi icin eleman boyutlar1 nasil secilmelidir?
b- Birim kazan¢ band genisligi fi = 1.5MHz olarak belirlenmistir. Bu band
genigligini saglayan Cc kompanzasyon kapasitesi degerini hesaplayiniz;
ylikselme egimini, sag yaridiizlemdeki sifir1 sonsuza kaydiran sifirlama
direncini bulunuz.
c- Islemsel kuvvetlendiricinin agik cevrim kazancini hesaplayiniz.

Soru 2. Sekil-2a'da verilen OTA-C osilatorii, Sekil-2b'de verilen CMOS OTA
yapisi kullanilarak gerceklestirilecektir. OTA-C osilatoriinde C; = C. = 25pF olacak
ve osilator fo = 1MHz'de calisacaktir. Devre simetrik besleme kaynaklar: ile
beslenmektedir.
a) Devredeki OTA'larin gecis iletkenligi nasil se¢ilmelidir?
b) OTA'min (a) daki gecis iletkenligi degerini saglarken Ia= 100uA'lik bir
kutuplama akiminda calismasi, giris isareti degisim araliginin
-1IV<Vp<+1V
ve ilk kat kazancinin Ky = 2 olmasi, Vo cikis geriliminin her iki yone de
simetrik olarak dalgalanmasi istenmektedir. Vo cikis geriliminin salinim
araligim belirleyiniz. Transistorlarin (W/L) oranlarim1 belirleyiniz.
OTA'nin gerilim kazancini, ¢ikis direncini ve yiikselme egimini hesaplayiniz.
¢) OTAnn tiim diiglimleri icin parazitik kapasiteler Cni = 0.2pF olarak verilmistir.
OTA’min gecis islevinin baskin ve baskin olmayan kutuplarin, sifirim ve faz paymm
bularak kararhhgmi inceleyiniz.

Soru 3. Sekil-3'deki katlanmis Gilbert devresinde analog carpma
devresinin gecis islevi Al = Is-I, = K.Vx.Vy seklindedir. Devrenin K kazancg
sabitinin K=200pA/V2, NMOS ve PMOS transistorlar icin K, = K, cikis fark
akimmin (Al = Ig-I;) degisim araligin -150pA < Al < +150pA olmasi
istenmektedir.

a- Issi (i= 1,2,3) akimlarini ve transistorlarin (W/L); (j= 1,2,3,4,5,6) oranlarini
belirleyiniz.

b- Iss: ve Iss. akim kaynaklarini devreyi dogrusallastirmak iizere gereken karesel
diizeltme terimini de icerek sekilde tasarlayimniz, transistor boyutlarim
belirleyiniz.
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